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Abstract: Peliculele nanostructurate de ZnO:Sn au fost depuse prin metoda sintezei chimice din solutii
(SCS). A fost cercetat regimul optimal al tratamentului termic rapid pentru obtinerea unui raspuns maximal
la iluminarea cu radiafie. Rezultatele masurarilor SEM au demonstrat cd peliculele de ZnO:Sn sunt compuse
din nanocristalite de diferite dimensiuni, ?n jur la 300 — 400 nm, care se penetreaza in urma tratamentului
tratamentului termic rapid (RTA) Tn aer. Probele netratate au un rdaspuns cu cea mai mare valoare, iar
tratamentul RTA la 770 °C timp de 60 secunde permite de a obtine detectori care au cei mai buni timpi de
recuperare §i raspuns.
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1. Introducere

Detectarea radiatiei UV este importanta intr-un sir de aplicatii ca detectarea flacarilor, comunicare space-
to-space, detectarea missile plum, in cercetari astronomice si biologice. Astfel apare un interes sporit fata de
elaborarea detectorilor robusti de UV cu cost mic, putere de consum minimala si eficienta inaltd, care vor fi
capabili sa lucreze in diferite conditii. Semiconductorii oxizi din grupa II-VI sunt considerate materiale
promititoare pentru detectoare de radiatie UV. Tn acest context ZnO a fost extensiv raportat pentru diferite
aplicatii de UV [1]. ZnO este transparent in spectrul vizibil, chimic este mai stabil ca Si si Ge si este capabil
la temperaturi de operare mult mai mari [1].

2. Experimental

2.1 Cresterea peliculelor nanostructurate de ZnO dopate cu Sn prin metoda chimica din solutii

Procedeul de curatire a substratului de sticla este descris 1n lucrarea precedenta [2]. Solutia complexa de
zinc este compusa din sulfat de zinc (Zn(SO4)-7H20), clorura de staniu (SnCI2-2H20) si hidroxid de sodiu
(NaOH) Concentratia solutiei obtinute a fost diluata prin adiugare de api deionizati pentru a obtine o
concentratie de zinc 0.05 — 0.15 M [2]. Doparea cu Sn a fost efectuatd prin adaugarea la solutia complex a
clorurii de staniu (SnCl,-2H,0). Solutia cu anioni a fost mentinuta la temperature de 95-98 °C. Peliculele
nanostructurate depuse au fost tratate termic ?ntr-un flux de aer cu temperatura de 150 ¢ timp de 5 min.

3. Rezultate

3.1 Caracterizarea morfologica §i chimica

In Figura 1 sunt prezentate imaginele SEM al probelor de ZnO:Sn cu 1.2wt%Sn. Se poate observa ci
peliculele sunt formate din nanocristalite de dimensiuni Tn jur de 300-400 nm care sunt penetrate Th urma
tratamentului termic rapid in aer la 650 °C timp de: (a) 30 secunde, (b) 120 secunde. Suprafata
nanocristalitelor este nanostructurata, ceea ce mareste suprafata probei si duce la majorarea raspunsului atit
la lumina UV cit si la gaze.
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Fig. 1 Imagini SEM ale peliculelor naostructurate de ZnO:Sn cul.2wt% Sn tratate termic rapid ?n aer la
650 °C timp de: (a) 30 sec; (b) 120 sec.
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3.2 Raspunsul la iluminare cu radiatie UV
In calitate de material pentru contacte a fost ales Al, care s-a depus cu ajutorul unei mésti de tip meandru
cu grosimea de 1 mm. In calitate de sursa de lumina UV a fost folosit un LED cu lungimea de unda A = 390

nm la care s-a aplicat o putere de 15 mW. Tensiunea aplicata la probe este de 10 V. Sensibilitatea s-a calculat
conform relatiei:

S = oy = lowe .100% (1)
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Unde lyv este curentul la iluminare cu radiatie UV, Ipark €ste curentul de intuneric.

Tn Figura 2 (a) este prezentat n forma de diagrami raspunsul probelor de ZnO:Sn la lumina UV in
dependentd de temperatura RTA (timpul tratamentului 60 s). Cea mai mare sensibilitate a demonstrat proba
ne-tratatd, iar cu aplicarea tratamentului RTA sensibilitatea scade. Din Figura 2 (b) se observa ca proba ne-
tratatd si tratatd la 650 °C (1) timp de 60 s are un timp de recuperare enorm de mare, de aceea nu prezinta
interes practic. Probele tratate RTA la 500 °C si 770 °C au un timp de recuperare relativ mai mic. Astfel cea
mai optimala temperaturd a tratamentului RTA este de 500 °C deoarece are o sensibilitate mai mare ca proba
tratata la 770 °C, 1n timp ce timpul de recuperare este practic identic pentru ambele. Proba tratatda RTA la 650
°C (2) timp de 120 s are un raspuns mult mai mic dec?t pentru celelalte temperaturi.

In Figura 2 (c) este prezentat raspunsul dinamic in dependenti de tensiunea aplicati la proba tratati RTA

650 °C (2) timp de 120 s. Astfel tensiunea optimala pentru a obtine un raspuns cit mai mare si un timp de
recuperare ¢?t mai mic este ?n jur la 3 V.
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Fig. 2. (a) Sensibilitatea probelor de ZnO:Sn la iluminarea cu UV: (a) in dependenta de temperatura
tratamentului RTA (60 s); (b) raspunsul dinamic in dependenta de temperatura tratamentului RTA; (c)
raspunsul dinamic n dependenta de tensiunea aplicata la proba.

4. Concluzii

in rezultat, cea mai mare sensibilitate la iradierea cu lumina UV s-a obtinut pentru probele de ZnO:Sn ne-
tratate. Insa timpul de recuperare este foarte mare. Probele tratate RTA au o sensibilitate mai mica, insa si
timpul de recuperare este mult mai mic. Cea mai optimala temperatura a tratamentului RTA este de 500 °C
timp de 60 s. La fel s-a cercetat si tensiunea optimala care este necesar de aplicat la proba, astfel pentru a
obtine un raspuns cit mai mare si un timp de recuperare cit mai mic este necesar de a aplica la proba 3 V.
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